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Наименование AP25793533 «Синтез наноструктурированных карбидов 
кремния и вольфрама: исследование структуры и новых 
подходов к методам получения» 

Актуальность Проект актуален для Казахстана, поскольку направлен на 
разработку  передовых  технологий  синтеза 
наноструктурированных карбидов кремния и вольфрама. 
Это  позволит  снизить  зависимость  от  импорта 
высокотехнологичных  материалов,  укрепить  научно-
технический  потенциал  страны  в  области 
нанотехнологий  и  материаловедения,  подготовить 
квалифицированные  кадры,  развить  научную 
инфраструктуру и обеспечить экологически безопасные, 
экономически  эффективные  решения  для 
промышленности, энергетики и оборонного сектора.

Цель Разработка  и  оптимизация  методов  синтеза 
наноструктурированных карбидов кремния и вольфрама 
с  использованием  плазмохимического  осаждения  из 
газовой фазы и электронно-лучевого облучения, а также 
компьютерного  моделирования  для  установления 
взаимосвязей  между  параметрами  синтеза, 
структурными  свойствами  и  характеристиками 
полученных материалов.

Задачи Задача  1.  Экспериментально  выявить  влияние 
технологических  параметров  плазмохимическое 
осаждение  из  газовой  фазы  (температура  синтеза, 
рабочее  давление,  мощность  плазмы  и  др.),  на 
образование  наноструктур  SiC  и  WC,  это  обеспечит 
создание  контролируемых  условий  для  получения 
высококачественных наноматериалов.
Задача 2. Провести комплексное исследование структуры 
и  морфологии  наноструктур  SiC  и  WC  с  целью 
установления  корреляционных  зависимостей  между 
характеристиками  полученных  материалов  и 
параметрами  синтеза,  это  позволит  установить  связь 
между  параметрами  процесса  и  свойствами  конечного 
продукта,  что  критично  для  контроля  качества 
материалов.
Задача  3.  Установить  влияние  кристаллохимических 
параметров  нанокластеров  металлов  на 
структурообразование и  рост  наноструктур SiC и  WC. 
Дать  теоретическую  интерпретацию  механизма 
зародышеобразования и роста наноструктур SiC и WC, 
полученных методом плазмохимического осаждения из 



газовой фазы. Провести компьютерное моделирование с 
применением методов молекулярной динамики и теории 
функционала  плотности  для  установления  корреляции 
между  наноструктурами  SiC  и  WC  и  параметрами 
синтеза.  Это  позволит  установить  связь  между 
параметрами процесса и свойствами конечного продукта, 
что критично для контроля качества материалов.
Задача  4.  Экспериментально  исследовать  зависимость 
характеристик  наноструктур  SiC  и  WC,  полученных 
методом электронно-лучевого синтеза, от варьирования 
таких  технологических  параметров,  как  энергия 
электронов, плотность электронного тока, длительность 
облучения  и  других.  Это  нужно  для  оптимизации 
процесса  электронно-лучевого  синтеза  и  получения 
наноструктур с требуемыми свойствами.
Задача  5.  Определить  структуру  и  морфологию 
наноструктур  SiC  и  WC  и  установить  влияние 
параметров  электронно-лучевого  синтеза  на 
структурообразование и  рост  наноструктур SiC и  WC. 
Это позволит установить корреляции между параметрами 
процесса  и  качественными  характеристиками 
наноматериалов, обеспечивая их точный контроль.
Задача 6. Дать теоретическую интерпретацию механизма 
зародышеобразования и роста наноструктур SiC и WC, 
полученных  методом  электронно-лучевого  облучения. 
Провести компьютерное моделирование с применением 
методов молекулярной динамики и теории функционала 
плотности  для  установления  корреляции  между 
наноструктурами  SiC  и  WC  и  параметрами  синтеза. 
Моделирование  обеспечит  глубокое  понимание 
механизмов  синтеза,  что  позволит  теоретически 
обосновать и улучшить экспериментальные подходы.

Ожидаемые и 
достигнутые 
результаты

Ожидаемый  результат  1:  будет  экспериментально 
выявлено  влияние  технологических  параметров 
плазмохимическое  осаждение  из  газовой  фазы 
(температура  синтеза,  рабочее  давление,  мощность 
плазмы и др.), на образование наноструктур SiC и WC.
Ожидаемый результат  2:  будет  проведено комплексное 
исследование структуры и морфологии наноструктур SiC 
и  WC  и  будет  установлена  зависимостей  между 
характеристиками  полученных  материалов  и 
параметрами синтеза.
Ожидаемый  результат  3:  будет  установлено  влияние 
кристаллохимических  параметров  нанокластеров 
металлов на структурообразование и рост наноструктур 



SiC  и  WC  и  будет  дана  теоретическая  интерпретация 
механизма зародышеобразования и роста наноструктур 
SiC  и  WC.  Будет  проведено  компьютерное 
моделирование  с  применением  методов  молекулярной 
динамики  и  теории  функционала  плотности,  будет 
установлена корреляции между наноструктурами SiC и 
WC и параметрами синтеза.
Ожидаемый  результат  4:  будет  экспериментально 
определена зависимость характеристик наноструктур SiC 
и  WC,  полученных  методом  электронно-лучевого 
синтеза,  от  варьирования  таких  технологических 
параметров,  как  энергия  электронов,  плотность 
электронного тока, длительность облучения и других.
Ожидаемый результат 5:  будет определена структура и 
морфология  наноструктур  SiC  и  WC  и  установлено 
влияние  параметров  электронно-лучевого  синтеза  на 
структурообразование и рост наноструктур SiC и WC.
Ожидаемый  результат  6:  будет  дана  теоретическая 
интерпретация механизма зародышеобразования и роста 
наноструктур  SiC  и  WC,  полученных  методом 
электронно-лучевого  облучения.  Будет  проведено 
компьютерное  моделирование  с  применением  методов 
молекулярной  динамики  и  теории  функционала 
плотности  и  будет  установлены  корреляции  между 
наноструктурой SiC и WC и параметрами синтеза.
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